Введение подслоев Y2O3 в процессе получения толстых пленок YBa2Cu3O7-δ методом MOCVD.
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В настоящее время активно развивается производство высокотемпературных сверхпроводящих лент 2-го поколения, которые являются перспективными материалами для создания сверхмощных магнитов для томографии, линий электропередач с низкими потерями, различных электрических устройств (трансформаторы, токовводы и т.п.). Важнейшей задачей на данный момент является увеличение характеристик данных материалов. Так, для увеличения критического тока наиболее перспективным является направление повышения толщины сверхпроводящего слоя. При этом подходе главной проблемой является сохранение высокой плотности критического тока, т.к. при определенной толщине пленки возникают кристаллиты примесной (100)-ориентации YBa2Cu3O7-δ, которые препятствуют росту сверхпроводящей (001)-ориентированной фазы.

Для борьбы с (100)-ориентацией уже применяются различные подходы, направленные на изменение условий осаждения (температуры, давления кислорода, скорости осаждения). В данной работе рассматривается возможность введения дополнительных слоев Y2O3 для подавления роста (100)-ориентированных кристаллитов YBa2Cu3O7-δ.

Методом MOCVD (химическое осаждение из газовой фазы) получены гетероструктуры на лентах YBa2Cu3O7-δ/(Y2O3/YBa2Cu3O7-δ)n/ CeO2(Gd2O3)/ LaMnO3/ IBAD-MgO/LaMnO3/Al2O3/Hastelloy, где n - от 1 до 9. Образцы исследованы методами электронной микроскопии, рентгеновской дифракции, рентгеноспектрального микроанализа, просвечивающей электронной микроскопии. Критический ток определялся методом сканирования захваченного магнитного поля и подтверждался измерениями 4-х контактным методом.

Показано, что введение подслоя оксида иттрия заметно снижает количество (100)-ориентированных кристаллитов, тем самым увеличивая критический ток в образцах.

В результате работы получены гетероструктуры из слоев Y2O3 и YBa2Cu3O7-δ с толщиной более 3 мкм и критическим током > 400А. Исследована морфология и микроструктура толстых пленок данной структуры.
Обнаружено решающее влияние введение подслоев оксида иттрия на подавление роста (100)-ориентированных кристаллитов YBa2Cu3O7-δ.

Впервые доказана возможность роста (001)-ориентированных пленок YBa2Cu3O7-δ на (100)-ориентированных кристаллитах YBa2Cu3O7-δ.
